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§１．研究成果の概要 

 

情報通信を駆使し、すべてのモノを有機的に連動させる次世代情報化社会の実現に向けて、

低消費電力かつ高性能な革新的デバイスの実現が必要不可欠となっている。そこで、新たな情報

担体としてスピンを用いることで、低消費電力と新原理動作が可能な半導体スピン素子の創成が

期待されている。本研究では、原子層レベルで制御した強磁性体/半導体界面を有する縦型半導

体スピン素子構造を実現することで、低消費電力かつ高性能な半導体スピン素子の創成を目指

す。 

本年度は、強磁性体/半導体/強磁性体縦型構造における原子層挿入を行った。最近の検討か

ら磁性体を用いることが高効率スピン注入に向けて重要なことが明らかになっており、磁性原子層

の挿入を行った。構造評価などから磁性原子層上に半導体中間層を成長する際に相互拡散が生

じていることから、半導体中間層の成長温度の低減が原子層挿入効果を評価する上で重要である

ことが明らかになった。そこで、半導体中間層の低温成長に向けた機能性添加材料を添加するた

めに半導体用の成長室を新設し、真空一貫で強磁性合金成長室と半導体成長室を搬送可能な

設備と連結した。新設した成長室に機能性添加材料を導入し、半導体に添加を行ったところ、これ

までの成長条件でエピタキシャル成長することを確認した。今後、低温成長に向けて更に条件の

検討を進めて行く。さらに昨年度取り組んでいた半導体中間層の n 型化に向けたドーピング手法

についても所望の不純物以外が混入する問題を解決し、n 型半導体中間層の特性を得ることに成

功した。 

以上の検討において、半導体縦型スピンデバイスの高性能化に向けた半導体中間層の低温成

長技術、n 型ドーピング技術の基礎的な知見を得た。 
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